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Abstract of DE1 9946252 

The invention relates to a method for producing surface structures on a substrate surface of a substrate 
consisting of an elastic material. The invention is characterized in that the substrate surface is subjected 
to a physical and/or chemical surface treatment which modifies the inner structure of the substrate in a 
layer close to the surface. Said surface treatment is carried out in such a way that the elasticity behavior 
and/or the state of stress inside the layer of the substrate that is close to the surface differentiates from 
the elasticity or the state of stress of the rest of the substrate. The invention is also characterized in that 
the treatment is either carried out on the substrate in a stretched state, in which case the surface 
structures are formed by relaxing the substrate, or in a relaxed state, in which case the surface structures 
are formed when the substrate is stretched. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zur Herstellung selbstorganisierter Strukturen auf einer Substratoberflache 

(g) Beschrieben wird ein Verfahren zur Herstellung von 
Oberflachenstrukturen auf einer Substratoberflache ei- 
nes, aus einem elastischen Werkstoff bestehenden Sub- 
strates. 

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daH die Sub- 
stratoberflache einer, die innere Struktur des Substrates 
in einer oberflachennahen Schicht verandernden physi- 
kalischen und/oder chemischen Oberflachenbehandlung 
derart unterzogen wird, daf^ sich das Elastizitatsverhalten 
und/oder der Spannungszustand innerhalb der oberfla- 
chennahen Schicht des Substrates von der Elastizitat bzw. 
des Spannungszustandes des iibngen Substrates unter- 
scheidet, und 

daB die Behandlung entweder in einem gedehnten Zu- 
stand des Substrates durchgefuhrt wird, wobei sich die 
■ Oberflachenstrukturen durch Entspannen des Substrates 
p bilden, oder in einem entspannten Zustand des Substra- 
E tes durchgefuhrt wird, wobei sich die Oberflachenstruktu- 
ren durch Dehnen des Substrates bilden. 
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Beschreibung 

Ibchnischcs Gcbict 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahrcn zur Herstel- 
lung von selbstorganisierten Oberflachenstrukturen auf ei- 
ner Subslratoberflache eines, aus einem elaslischen Werk- 
stoff bestehenden Substrates. 

Stand der Tcchnik 

Oberflachenstrukturen, gleichwohl ob es sich dabei um 
periodisch oder stcxhastisch verteilte Strukturanordnungen 
handelt, konnen mil elekU*omagnelischen Strahlen in ver- 
schiedenartige Wechselwirkung treten. Liegen die Struktur- 
dimcnsioncD obcrhalb dcr GroBcnordnung dcr auf die Struk- 
turoberflache auftiefFenden elektromagnetischen Wellen- 
l^ge, so treten im Falle periodisch angeordneter Oberfla- 
chcnsUrukturcn Beugungscffcktc auf, durch die clcktroma- 
gnetische Slrahlung einer bestinunten Wellenlange durch 
die sU*ukturierte Oberflache in einen bestimmten Raumwin- 
kel gerichtet reflektiert wird. Die Herstellung derartiger op- 
lischer Oberflachengilter erfolgt in an sich bekannter Weise 
mit Hilfe lithographischer Verfahren kombiniert mit atztech- 
nischen ProzeBschritten, die jedoch aufgrund der Vielzahl 
hintcreinander durchzufiihrendcr Arbcitsschritte kompli- 
zierte und dadurch aufwendige und teure Ilerstellungsver- 
fahren darstellen. Zwar kann die Anzahl der fiir die Struk- 
turgeometrie verantwortlichen, maskenunterstutzten Beiich- 
lungsschritte deutlich reduziert werden, falls die entspre- 
chend mit einem Photolack versehene, zu strukturiercnde 
Substratoberflachc mit holographisch crzeugtcn Intcrfcrcnz- 
mustem belichtet wird, doch setzt diese Ibchnik teure Anla- 
genkomponenten voraus, so daB auch mit diesen bekannten 
Hcrstcllungs verfahrcn gewonncnc sUiikturicrte ObcrflSchen 
mit hohen Kosten verbunden sind. 

Die Herstellung von stmkturierten Oberflachen mit sto- 
chastisch verteilten StruktuigeomeUien und Dimensionen 
kleiner der Wellenlange der eleku-omagnetischen Slrahlung 
dienen in erster Linie als Anti-Reflexionsschichten und fin- 
den in der jungsten Literatur unter dem Begrifif "Mottenau- 
gcn-Strukturobcrflachcn" Eingang. Diesc stochastisch ver- 
teilten OberflachensUnkturen konnen ebenfalls mit den be- 
kannten Herstellungsverfahren, die im wesentlichen auf li- 
thographischen Verfahren kombiniert mit selektiven Materi- 
alabu^ge verfahren basieren mil Suuklurdimensionen bis 
hinab zu 200 nm hergestellt werden. Diese Verfahren stellen 
jedoch ebcnso aufwendige und kostcnintcnsivc Verfahrcn 
dar. 

DarstcUung dcr Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
zur Herstellung von Oberflachenstrukturen auf einer Sub- 
sU^tobcrflachc cincs, aus einem clastischen Wcrkstoff beste- 
henden Substrates derart weiterzubilden, daB die Herstel- 
lung von Oberflachenstrukturen erheblich vereinfacht wer- 
den kann. Insbcsondcrc soil es moglich sein, mit einem Mi- 
nimalaufwand von Arbeitsschritten eine Subslratoberflache 
mit einer gewiinschten Oberflachenstruktur zu versehen. 
Die Obcrflachcnsuuktur sclbst soil moglichst widcrstands- 
fahig sein. Die bei bekannten Herstellungsverfahren, bei de- 
nen strukturierte Oberflachen schichtfbrmig auf ein darunter 
bcfindlichcs SubsUrat aufgebracht werden, auftrctcndcn Ab- 
loseprobleme zwischen Oberflachenschicht und darunter 
befindlichem Subsu-at soilen bei dem erfindungsgemaBen 
Verfahren vollstandig ausgeschlossen werden. 

Die Losung der der Hriindung zugrundeliegenden Auf- 



gabe ist im Anspruch 1 angegeben. Den Erfindungsgedan- 
ken vorteilhafl weiterbildende Merkmale sind Gegenstand 
der Untcranspriichc. 
Erfindungsgemafi wird ein Verfahren gema£ dem Oberbe- 
5 griff des Anspruchs 1 dadurch weitergebildet, daB die Sub- 
sU-atoberflache einer, die innere Struktur des SubsU^tes in 
einer oberflachennahen Schicht verandemden physikali- 
schen und/oder chemischen Oberflachenbehandlung derart 
unterzogen wird, daB sich das Elastizitatsverhaiten und/oder 

to der Spannungszustand inncrhalb dcr oberflachennahen 
Schicht des SubsUrates von der Elastizitat bzw. des Span- 
nungszustandes des iibrigen Substrates unterscheidet. Die 
Oberflachenbehandlung wird entweder in einem gedehnten 
Zusland des SubsU'ates durchgefuhrt, wobei sich die Ober- 

15 flachenstrukturen durch Entspannen des Substrates selbstan- 
dig bzw. sclbstoiganisicrcnd biidcn. Andcrcrscits ist es 
m5glich, die Oberflachenbehandlung in einem entspannten 
Zustand des Substrates durchzufiihren, wobei sich in diesem 
Falle die Oberflachenstrukturen durch Dehncn des Substra- 

20 tes ausbilden. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Idee beruht auf einer 
gezielten EinfluBnahme auf das Material des Substrates 
selbsl, beschninkt sich jedoch nur auf eine oberflachennahe 
Schicht des Substrates, so daB sich insbesondere das Elasti- 

25 zitatsverhahen des SubsU^tmaterials durch die entspre- 
chendc Oberflachenbehandlung gezielt verandert. Von be- 
sonderem Vorteil des erfindungsgemaBen Verfahrens ist die 
Oberflachenbehandlung der oberflachennahen Schicht des 
Substrates, die einstiickig mil dem Substrat verbunden ist 

30 Auf diese Weise kann vermieden werden, daB es zu einer 
Schichtabl6sung kommt, wie es bei bekannten, gattungs- 
glcichcn Herstellungsverfahren der Fail ist, bei dcncn das 
Substrat mit einer zus^tzlichen OberflScbenschicht beauf- 
schlagt wird. 

35 FUr die sich sclbst organisiercnde Einstcllung dcr Ober- 
flachenstruktur ist es erforderlich, daB das SubsUrat aus ei- 
nem elastischen Werkstoff, vorzugsweise aus elastomeren 
Polymeren, wie Polydimethylsiloxan (PDMS) oder aus Vi- 
nyl-Polysiloxan bestehl. Selbstverstandlich sind grundsatz- 

40 lich auch beliebig weitere elastische Materialien verwend- 
bar, um sie als SubsU-at fiir die im weiteren noch naher zu 
bcschrcibcnde Oberflachenbehandlung zu vcrwcndcn. 

Das Substrat wird vorzugsweise vor der Oberflachenbe- 
handlung in einen gedehnten Zustand iiberfuhrt, der bei- 

45 spielsweise durch mechanische oder thermische Dehnung 
herbeigefiihrt werden kann. Im Falle der mechanischen 
Dehnung eignen sich gekriinmfit verlaufende Unterstiit- 
zungsflachcn, Ubcr die das Flachcnsubstrat gcspannt werden 
kann. Durch eine derart einfacb vorzunehmende Dehnung 

50 des elastischen SubsU-ates uber eine gekrummte Flache, de- 
rcn RachcnkrOmmung einen bestimmten Radius auiwcist, 
kann ein einachsiger Spannungszustand heigestellt werden, 
der fur eine sich selbsl einstellende bzw. selbstorganisie- 
rende OberflachensUuktur von wesentlicher Bedeutung ist. 

55 Im gedehnten Zustand erfahrt das SubsUrat an seiner Sub- 
sU*aloberflache eine Oberflachenbehandlung, die den Elasti- 
zitatsmodul (E-Modul) und/oder den Spannungszustand des 
Substratmaterials ausschlicBlich in einem obcren Schichtbe- 
reich verandert. 

60 Als mogliche Oberflachenbehandlungen eignen sich 
Elcktronen- oder loncnstrahlbchandlungcn (Plasmabchand- 
lungen), durch die die Subslratoberflache mit den entspre- 
chenden elekuisch geladenen Teilchen beaufschlagt wird. 
Durch cine dcrartigc ObcrflMchcnbchandiung werden 

6S Fragmentations- und Vemetzungsprozesse in der Subslrat- 
oberflache induziert, die zu einer Veranderung des Vemet- 
zungsgrades in der Subslratoberflache sowie zum Abbau el- 
waiger Spannungen fiihren (durch Aufbrechen des Netzwer- 
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kes konnen Ketiensegmenle relaxiercn). Parallel zur Ande- 
rung des Vemetzungsgrades verandem sich auch die mecha- 
niscben Kcnnwcrtc, wic bcispiclswcisc dcr E-Modui. Bin 
Separieren bzw. eine raumliche Abirennung der oberfla- 
chennahen Schicht, die der Oberflachenbehandlung ausge- s 
setzt ist, von dem iibrigen Substrat, erfolgt jedoch nicht, so 
dafi nach wie vor ein inniger Materialverbund zwischen der 
behandelten oberflachennahen Schicht, die eine zum unbe- 
handelten Substratmaterial unterschiedliche Elastizitat auf- 
wcist, und dcm ubrigcn Substrat bcstcht. 10 

Dutch den in der oberflachennahen Schicht erhohten Ver- 
netzungsgrad und die dadurch bedingte Anderung im Elasti- 
zitatsmodul tritt beim Entspannen des Subsirats senkrecht 
durch die oberflachennahe Schicht und das daran angren- 
zende, weitgehend unbehandelte Grundsubstrat, ein Span- 15 
nungsgradicnt auf, dcr beim Entspannen in eincm kompii- 
zierten, fiachenhaften Spannungszustand resultiert, der ein 
Wellen an der Substratoberflache bewirkt. Die sich dabei in 
sclbstorganisicrcndcr Wcisc ausbildcndcn Wcllenfrontcn 
verlaufen senkrecht in Richtung der durch die Dehnung in- 20 
duzierten urspriinglichen Zugspannung innerhalb des Sub- 
strates, so dafi ein einachsiger Spannungszustand w^hrend 
der Oberflachenbehandlung eine geordnele Oberflachen- 
slruktur, bestehend aus parallel zueinander verlaufenden 
Wellen, fester Periode, zur Folge hat. Je nach Art und Starke 25 
dcr Oberflachenbehandlung kann iibcr die gcziclte Modifi- 
kation des Vemetzungsgrades innerhalb der oberflachenna- 
hen Schicht auf die Dimensioniemng der sich selbst organi- 
sierend ausbildenden Oberflachenstruktur EinfluB genom- 
inen werden. Auch ist es moglich, die Periodizilat und die 30 
Amplitude der sich ausbildenden Oberflachenstrukturen 
durch gceignetc Matcrialwahl, durch die Dickc des Sub- 
su^ts selbst sowie die Dicke der oberflachenbehandelten 
Schicht gezielt zu variieren. Auch kdnnen Periode und Am- 
plitude dcr Obcdlachcnwclligkcit nachtraglich, d. h. nach 35 
der Durchiilhrung der Oberflachenbehandlung, durch me- 
chanische oder thermische Dehnung des sich ausbildenden, 
einstiickigen Schichtsystems in bestimmten Grenzen veran- 
dert werden. 

Wird das elastische Flachensubstrat nicht wie im vorste- 40 
hend genannten Fall in einer Richtung, sondem in mehrere 
Richtungcn gedehnt, bcispiclswcisc durch ein flachenhaftcs 
Dehnen des Substrates auf einer spharischen oder asphari- 
schen Grundflache, so wird ein mehrachsiger Spannungszu- 
stand erreicht. Ein derartig herbeigefuhrter mehr-dimensio- 45 
naler Spannungszustand resultiert nach entsprechender 
Oberflachenbehandlung und Entspannung in einer fraktalen 
Oberflachenstruktur, die sich bcispiclswcisc zur Erzcugung 
von Antireflexionsschichten eignet. 

IVpische Dimensionen der sich selbst oiganisierenden 50 
Oberflachenstrukturen bcwcgen sich zwischen wcnigcn 
100 pm bis in den Submikrometer-Beieich hinein. Damit ist 
vornehmlich die Periodizitat der sich bei geordneten Ober- 
flachenstrukturen einstellenden Strukturwiederfaolungen ge- 
mcint. Dcrartigc parallel vcrlaufcndc pcriodischc Strukturcn 55 
eignen sich bevorzugt fiir optische Gitter, die in vielseitiger 
Weise einsetzbar sind. Beispielsweise konnen optische Deh- 
nungsmcBstrcifcn durch dcrartigc Gitter rcalisicrt werden, 
wobei eine charakterislische GroBe fiir den akluellen Deh- 
nungszustand die sich andemde Gitterkonstante ist, die mit 60 
Hilfc optischcr McBvcrfahrcn crfaBt werden kann. 

Von besonderem Vorteil des erfindungsgemafien Herstel- 
lungsverfahren sind die damit verbundenen geringen Ko- 
stcn. Das Vcrfahrcn kommt ohnc jcglichc lithographischc 
fielichtungsschritte aus, die bei bekannten Verfahren einen 6S 
die Herstellungskosten beslimmenden Faktor darstellen. 

Altemativ zur vorstehend beschriebenen Voigehens- 
weise, das Flachensubstrat wahrend der Oberflachenbe- 
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handlung einen bestinunien gedehnten Zustand zu verset- 
zen, istes auch mdglich, das Rachensubsu^t im entspannten 
Zustand dcr Oberflachenbehandlung zu unterzichcn und 
nachfolgend in einen gedehnten Zustand zu uberfuhren. 
Durch die Dehnung stellen sich ebenso geordnet verlau- 
fende Oberflachenwellenfronten ein, die sich in diesem Fall 
selbstorganisierend parallel in Richtung der aktuell vorherr- 
schenden Zugspannung im Substrat ausrichten. 

Die in Rede stehenden Oberflachenbehandlungen, die 
grundsatzlich die inncre Gefiigcstruktur des Substrates in 
seiner obersten Flachenschicht zu verandem vermogen, sind 
BesU^lungsverfahren, bei denen Elektronen oder lonen, 
vorzugsweise Argon-Ionen, auf die SubsU-atoberfiache auf- 
treCfen, Durch die Wahl der Besu^lungsdosis sowie Dosis- 
leistung lassen sich, neben den bereits erwahnten Material- 
wahlparamctcm, die Dimensionen dcr Oberflachenstruktur 
weitgehend beliebig genau bestimmen. 

Kurze Bcschrcibung dcr Erfindung 

Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschrankung des 
allgemeinen Erifindungsgedankens anhand von Ausftih- 
rungsbeispielen unler Bezugnahme auf die Zeichnung ex- 
emplarisch beschrieben. Es zeigen: 

Fig. la bis c schematisierte Darstellung der Verfahren s- 
schriltc zur Hcrstellung sclbstorganisiertcr Oberflachen- 
strukturen. 

Beschreibung eines Ausfuhrungsbeispiels sowie gewerbli- 
che Anwendbarkeit 

In Fig, la ist der Qucrschnitt durch cin flachcnhaft ausge- 
bildetes, elastisches Substrat 1 dargestellt. Das Substrat 1 
der Dicke do wird durch mechanische Dehnung in einen de- 
finierten Spannungszustand uberfUhrt, in dem zur rccbtcn 
und linken Seite des Substrats 1 Zugspannungen a angrei- 
fen, die das Substrat 1 in einen vorbestimmten Spannungs- 
zustand iiberfuhren. Die Erzcugung des Spannungszustan- 
des kann durch entsprechende Zugmittel, die beidseitig an 
dem zu dehnenden SubsU-at 1 angreifen, durchgefuhrt wer- 
den. Eine gangige, moglichst einfache Weise, das Substrat 
in einen vordefiniertcn Spannungszustand zu iiberfuhren, ist 
das Auflegen des Substrats auf eine gekriimmte Flache mit 
vorbestimmtem Radius. 

Auf diese Weise wurde ein 4 cm langer, 0,5 cm breiter 
und 1 imn dicker Slreifen aus Polydimethylsiloxan (PDMS) 
iibcr eine gekriimmte Rache mit einem Radius von 5 cm ge- 
bogcn, bcfcstigt und anschlicBend unter Hochvakuum fur 
elwa 5 Minuten mit einem Argon-Ionenplasma behandelt. 

Dieser Schritt ist in Fig. lb dargestellt, bei dem das Sub- 
strat 1 durch das Bombardemcnt dcr Argonioncn in seiner 
oberflachennahen Schicht 2 strukturell verandert wird. Die 
Strukturveranderung bewirkt eine Anderung des Elastizi- 
tatsmoduls E sowie den Abbau der mechanischen Spannun- 
gen in dcr diinncn Oberflachcnschicht. Die oberflachennahe 
Schicht 2 weist aufgrund dessen einen Elastizitatsmodul El 
auf, der sich von dem Elastizitatsmodul Eo des Ausgangs- 
substrats 1 unterschcidct. Die sich wahrend dcr Bcstrahlung 
mit Argon-Ionen ausbildende SUnklurveranderung inner- 
halb des Materialgefuges des Substrats 1 begrenzt sich auf 
cine oberflachennahe Schicht mit einer Schichtdickc di. Ty- 
pische Schichtdicken di betragen wenige nm bis \im. 

In Fig. Ic ist der Zustand dargestellt, der sich nach dem 
Entspannen des gedehnten Flachcnsubstrats cinstcUt. Im 
vorliegenden Falle stellt sich eine geordnete Welligkeit an 
der SubsUratoberflSche mit einer typischen Periode von 
10 pm ein. Je nach Wahl der BesU^lungsdosis kannen 
StrukiurgroBen bzw. periodische Abfolgen bis hinab zu eini- 
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gen wenigen 100 nm erzeugt werden. lypische lonenstrahl- 
leistungen betragen 0,15 W/cm^ bei einem Gleichspan- 
nungspotcntial von 160 V. Durchschnittlichc Strahldaucrn, 
in denen die Subsiraioberflache dein BeschuB mil Aigon-Io- 
nen ausgeseizt ist, betragen eine bis einige Minuten. 5 

Die Oberflachenbehandlung des Substrats kann auch 
durch die Beslrahlung mil ElekLroncD beispielsweise einer 
Energie von 10 keV durchgefuhrt werden. Im Gegensatz zu 
der im Hochvakuum durchzufuhrenden Aigon-Ionen-Be- 
strahlungcn ist cs auch moglich die Bcstrahlung untcr atmo- 10 
spharischen Bedingungen vorzunehmen. Hierbei konnen 
ahnliche Ergebnisse erzielt werden wie im Falle des lonen- 
beschusses. 

Mil Hilfe des erfindungsgemaBen Verfahrens konnen op- 
dsche "Low-Cost"-Gitter heigestellt werden, die im Rah- 15 
men cincs passiv optiscb auslesbarcn DchnungsmcBstrei- 
fens Verwendung finden konnen. Ein weiteres Anwen- 
dungsgebiet selbstorganisierter gewellter Oberflachen stellt 
dcrEinsatz ais Antireflcxionsschichten dar. 

Eine weitere, alternative Moglichkeit der Herstellung 20 
selbstorganisierter Elastomeroberflachen stellt die Be- 
schichtung der Elastomersubstrate mit einer diinnen, span- 
nungsfreien Adsorbalschichl dar. Als Adsorbat eignen sich, 
eine ausreichend gute Adhasion zwischen elastomerem Sub- 
strat und dem Adsorbat vorausgesetzt, nahezu alle Materia- 25 
lien der Werkstoffgruppcn Metalle, Kcramikcn und Polyme- 
ren. So wurde ein ca. 9 cm langer, 2,5 cm breiter und 1 mm 
dicker Streifen aus PDMS iiber eine gekriimmte Flache mit 
einem Radius von 20 cm gebogen, befestigt und anschlie- 
Bend mit 5 nm Titan als Haftvennittler und 50 nm Silber be- 30 
dampft. Die resuitierende Weliigkeit der Oberflache des 
Vcrbundcs stclltc sich mit einer Pcriode von ca. 10 pm, nach 
dem Entspannen des PDMS-Streifens ein. 

Bezugszcichcnlistc 35 

1 Substrat 

2 Oberflachennahe Schicht 



net, daB die Substratoberfl^che im Hochvakuum mit ei- 
nem Ar-Ionenstrahl mit einer Su^Ueistung von 
0,15 W/cm^ und einem DC-Potcntial von 160 V fiir 
eine Dauer von ca. 1 Minute bei Raumtemperatur be- 
strahlt wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
nel, daB die Substratoberflache mit Elektronen einer 
Energie von 10 keV fiir die Dauer von ca. 5 Minuten 
bei Raumtemperatur besUrahh wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspriichc 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Oberflachenbehandlung 
in einem gedehnten Zustand des Substrates (1) derart 
durchgefuhrt wird, daB die SubsU^toberflache um eine 
Achse gedehnl wird, so dafi die SubsU-atoberflache ei- 
nen einachsigen Spannungszustand einnimmt, wobei 
sich nach Entspannen des Substrates (1) eine Oberfla- 
chenwelligkeit senkrecht zur Spannungsrichtung ein- 
stellt. 

7. Verfahren nach einem der Anspriichc 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Oberflachenbehandlung 
in einem gedehnten Zustand des SubsU-ates (1) derart 
durchgefuhrt wird, daB die Substratoberflache einen 
vielachsigen Spannungszustand einnimmt, wobei sich 
nach Entspannen des SubsUrates eine fraktale Oberfla- 
chenwelligkeit ausbildet. 

8. Verfahren nach einem der Anspriichc 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Oberflachenbehandlung 
in einem entspannten Zustand des Substrates (1) durch- 
gefuhrt wird, wobei sich bei einem, in eine Richtung 
orienlierten Dehnen eine Oberflachenwelligkeit ausbil- 
det, die parallel zur Dehnungsrichtung verlauft. 

9. Verfahren nach einem der AnsprOchc 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, dafi das SubsU:at (1) einstuckig 
aus einem einheitlichen Material besteht und die Ober- 
flachcnstruktur aus dem gleichen Material gebiidet 
wird, aus dem auch das Substrat (1) besteht. 
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Patentanspruche AO 



1 . Verfahren zur Herstellung von Oberflachcnstruktu- 
ren auf einer Substratoberflache eines, aus einem ela- 
stischen Werkstofif bestehenden Substrates (1) da- 
durch gekennzeichnet, daB die Substratoberflache ei- 45 
ner, die innere Struktur des SubsUrates (1) in einer ober- 
flachennahen Schicht (2) verandemden physikalischen 
und/odcr chemischcn Oberflachenbehandlung derart 
unlerzogen wird, daB sich das Elastizitatsverfaalten 
und/oder der Spannungszustand innerhalb der oberfla- 50 
chcnnahen Schicht (2) des Substrates (1) von der Ela- 
stizitat bzw. dem Spannungszustand des ubrigen Sub- 
sU-ates (1) unterscheidet, und daB die Behandlung ent- 
weder in einem gedehnten Zustand des Substrates (1) 
durchgefiihrt wird, wobei sich die Oberflachcnsuuktu- 55 
ren durch Entspannen des Substrates (1) bilden, oder in 
einem entspannten Zustand des Substrates (1) durchge- 
fiihrt wird, wobei sich die OberflachensUiikturen durch 
Dehnen des bereits behandelten Substrates (1) bilden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 60 
net, daB als elastisches SubsU^t (1) elastomcrc Poly- 
mere verwendet werden, wie Polydimethylsiloxan 
(PDMS) Oder Vmyl-Polysiloxan. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die SubsU^toberflache miuels Elektro- 65 
nen- oder lonenbesurahlung (Plasmabehandlung) be- 
handelL werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
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